Exemplo 4.5 Analise o circuito abaixo e determine todas as tensdes

nos nds e correntes nos ramos.
Considere V.= 1,0 Ve k "=0,02 mA/VZ e (W/L) = 50/1 .m/pim

Vpp = +10V

Resumindo o NMOSFET

* Regitio Triodo (Vi > V) 0<Vy < VeV,

=450cm*/Vs
Heuperticio =100cm*/V's
g, =0,345x10™*F /cm
£.=1x10"F /cm

Hasupedicie)

Re = 10 MQ Rp = 6 k() Parabélica Linear  (seVy<<VyV,)
' w
L =K E (V _v )V _VDS- Ip =~ u,C, T(Vcs =V )ups
D "L Gs t)Vps 2 W
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* Regitio de Saturagtio (Vg > V)  0< VeV, < Vg
C
R(,’Z l() \’IQ R.\ 6 I\Q I K W (VGS _V‘ )2 onde k! = LI -n.C (Par@imetro de Transcondu-
D~ %y TT X, n"ox [ téincia do processo [A/VY))

* Regido de Corte: V. <V,ouV,V,<0 | 1,=0

Exercicio 4.6: DPara o circuito acima determine o ganho de tensdo de Ve para Vp. O que deve ser feito
com o capacitor C e com as fontes de tensdo durante essa analise? Utilize para o transistor o modelo abaixo.

i Pequenos Sinais i

Exercicio 8.2: Dado o circuito abaixo, determine a expressao do tempo de subida da forma de onda na
saida para um sinal onda quadrada aplicada em A com valores de OV e 5V. Assuma que o transistor se
comporta como uma chave fecha quando Ves > 3V, tendo uma resistencia entre dreno e fonte Rpsoy nesse

caso e se Vgs <3V ele funciona como uma chave aberta.

Vdd_

Rp
O —

=

a1l

L




